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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 2 月 8 日 ( 2 0 2 4 . 2 . 8 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 フ ッ 化 ニ ト ロ シ ル を 含 有 す る エ ッ チ ン グ ガ ス を 、 前 記 エ ッ チ ン グ ガ ス に よ る エ ッ チ ン グ  
の 対 象 で あ る エ ッ チ ン グ 対 象 物 と 前 記 エ ッ チ ン グ ガ ス に よ る エ ッ チ ン グ の 対 象 で は な い 非  
エ ッ チ ン グ 対 象 物 と を 有 す る 被 エ ッ チ ン グ 部 材 に 接 触 さ せ 、 プ ラ ズ マ を 用 い ず に 、 前 記 非  
エ ッ チ ン グ 対 象 物 に 比 べ て 前 記 エ ッ チ ン グ 対 象 物 を 選 択 的 に エ ッ チ ン グ す る エ ッ チ ン グ 工  
程 を 備 え 、
　 前 記 エ ッ チ ン グ 対 象 物 は 、 化 学 式 Ｓ ｉ 1 - x Ｇ ｅ x で 表 さ れ る シ リ コ ン 及 び シ リ コ ン ゲ ル  
マ ニ ウ ム の 少 な く と も 一 方 を 含 有 し 、 前 記 非 エ ッ チ ン グ 対 象 物 は 、 化 学 式 Ｓ ｉ 1 - y Ｇ ｅ y
で 表 さ れ る ゲ ル マ ニ ウ ム 及 び シ リ コ ン ゲ ル マ ニ ウ ム の 少 な く と も 一 方 を 含 有 し 、
　 前 記 両 化 学 式 中 の ｘ は ０ 以 上 １ 未 満 で あ り 、 ｙ は ０ 超 過 １ 以 下 で あ り 、 ｘ は ｙ よ り も 小  
さ い エ ッ チ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 化 学 式 中 の ｘ が ０ 以 上 ０ ． １ 以 下 で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の エ ッ チ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 化 学 式 中 の ｙ が ０ ． １ 超 過 １ 以 下 で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の エ ッ チ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 化 学 式 中 の ｙ が ０ ． ２ 以 上 １ 以 下 で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の エ ッ チ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 エ ッ チ ン グ 工 程 の 温 度 条 件 が － ５ ０ ℃ 以 上 ４ ０ ℃ 以 下 で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の エ ッ  
チ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 エ ッ チ ン グ ガ ス が 、 フ ッ 化 ニ ト ロ シ ル の み か ら な る ガ ス 、 又 は 、 フ ッ 化 ニ ト ロ シ ル  
と 希 釈 ガ ス を 含 有 す る 混 合 ガ ス で あ る 請 求 項 １ に 記 載 の エ ッ チ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 希 釈 ガ ス が 、 窒 素 ガ ス 、 ヘ リ ウ ム 、 ア ル ゴ ン 、 ネ オ ン 、 ク リ プ ト ン 、 及 び キ セ ノ ン  
か ら 選 ば れ る 少 な く と も 一 種 で あ る 請 求 項 ６ に 記 載 の エ ッ チ ン グ 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の エ ッ チ ン グ 方 法 を 用 い て 半 導 体 素 子 を 製 造 す る 半  
導 体 素 子 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
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　 前 記 被 エ ッ チ ン グ 部 材 が 、 前 記 エ ッ チ ン グ 対 象 物 及 び 前 記 非 エ ッ チ ン グ 対 象 物 を 有 す る  
半 導 体 基 板 で あ り 、
　 前 記 半 導 体 基 板 か ら 前 記 エ ッ チ ン グ 対 象 物 の 少 な く と も 一 部 を 前 記 エ ッ チ ン グ に よ り 除  
去 す る 処 理 工 程 を 備 え る 半 導 体 素 子 の 製 造 方 法 。
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